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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum' geschirmten Wafertest. Die Vorrichtung zum 
gescliirmten Wafertest dient der F unktionstestung von Hochfrequenzschal-tkreisen im 

Waferverband mit hoher AnschiuSzahl, wobei zum einen der sichere elektrische Kontakt zwischen den Bondinsein^ 
der Chips und dem Tester und zum anderen die verlust- und verzerrungsarme Obertragung von 
Hochfrequenzsignalen ermoglicht wird. Die Vorrichtung bestehtaus vier Flatten und einem Mefiadapter. die dutch 
ein Formstuck in ihrer Lage gehalten werden, wobei die Flatten mit einer oberen Massef lache, mit Koplanarleitunger 
. und mit Koaxialsteckverbindern, der MeSadapter mit Masseflache und als Koplanarleitungen ausgebtldete 
Sondenstreifen, die mit ihren abgewinkelten Spitzen gleichzeitig'die Kontaktelemente bilden, versehen und die 
Innenleiter der Koplanaranordnungen verbunden sind. 
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Patentanspriiche: 

r.. Vorrichtung2umgeschirmtenWafertest,gekennzefchnetdaclurch,dal5einMel5adapter,bestehend 
aus einem ebenen, einseitig metallisierten rechteckigen Trager (1 ) mit rechteckiger 
Mittenaussparung aus isolierendem Material, wobei die Metaliisierung als iVIasseflache (7) 
ausgebildet ist, auf dessen Unterseite eine Vielzahl von als Koplanarleitung ausgebildeten 
Sondenstrelfen (2) mit einer entsprechend der Bondinselkonfiguration abgewinkelten Antastspitze 
aufgebracht ist und die Masseleitungen der Koplanarleitungen mittels Durchkontaktierungen mit 
der IVIasseflache (7) verbunden sind, daft eine AnschlufSkonfiguration aus vier beidseitig 
metallisierten Flatten (3) aus isolierendem Material, wobei die obere Metaliisierung als 
Masseflache (8), die untere Metaliisierung als Koplanarleitungen (4) ausgebildet sind und die 
auBeren Enden der Innenleiter dieser Koplanarleitungen (4) mit dem Innenleiter von 
Koaxialsteckverbindern (5) und deren Gehause mit der MasseflSche (8) leitend verbunden sind dafS 
diese vier Flatten (3) und der MeSadapterdurch ein pyramidenstumpfformiges Formstuck (6) in 
einer Lage gehalten werden, die eine Kontaktierung der Sondenstrelfen (2) mit den 
Koplanarleitungen der AnschluGkonfiguration erlaubt und daft eine Verbindung der 
Masseflache (7) und der Masseflache (8) durch eine Metallisierunq der Unterseite des 
Formstucks (6) realisiert wird. 

Z:. Vorrichtung zum geschirmten Wafertest nach Anspruch 1, gekennzelchnet dadurch, daS das 
Formstuck (6) yorzugsweise aus einem metallischen Werkstoff besteht. 

Hierzu 2 Selten Zelchnungen 
Ahwendungsgeblet der Erfindung 

me Erfindung betrifft eine MeSvorrichtung zur Testung von Halbleiterchips fur die Anwendung in der Hochfrequen«echnik im 

CJiaralcteristtkdes bekannten Standes derT0chnik 

■ K^aSnr??/-"''"''''^? n-°T^\') ^" ^'^^ ""'^ koplanare Nadelkarten, wobei die Antastung auf der Basis von 
Keram.knadeltragern, metallischen Nadeltragern, angeloteten Nadein Oder nach dem Knickdrahtprinzip erfolgt. sowie in 
alternative Losungen unterscheiden. h i«iai. !,u>fvie in 

In der US PS 4791363 ist ein keramischer NadeltrSger beschrieben, der auf einer Selte eine durchgehende Masseflache und auf 

i"«.u^tS?n?Nt:it';r^^ ^^'r-t!'''" ""^^ ^^"^^^^ Sondennade,, die der Hochfre.uenzernsp isu^^^^^^^^^^ 

istzusatelich erne Nadel auf die Masseflache aufgebracht. Die Verbindung zum Tester wird durch direkt kontaktierte Koaxialkabel 
Oder Koaxialsteckverbinder gebildet. Den guten Hochfrequenzelgenschaften stehen bei dieser Losung erho^er 
Pertigungsaufwand und eine geringe Bondinseldichte gegenuber. 

In der US PS 4161692 wird ein keramischer^NadeltrSger beschrieben, der lediglich an seiner Unterseite mittels 

E^l mf^K^w! .'"f^^'c"'?'' 'f ' "^.^^ Ubersprechen gering halten. An diese Metallisierungsschicht wird eine gerade 

NadelmitabgewinkeIterSp(t2ekomaktiert.DieerreichbareDichteaufderNadelkarteistgering 

nln mv!-''^ M^J^'^ i« eine koaxiale Nadelkarte mit keramischen Nadeltragern beschrieben, wobei die Verbindung zwischen 
den mrt einer M,krostre.fenle<tung versehenen NadeitrSgem und dem mit Mikrowellensteckverbindern versehenen 

Koll-l, ! u f T"^ ^'"^ abgeschirmte Nadelkarte mit direkt kontaktierten Nadein beschrieben, wobei durch 

S illr^^^^^^ K senkrechte yerbindungzu Mikrostreifenleitungen auf einem unterhalb derTragerplatte angeordneten ' 

der mogliche Federweg der Nadein auf Grund ihrer Kurze extrem klein ist, so dalJ die Hohentoleranz kritisch ist. Durch die 

Verwendung von ungeschirmten Streifenteltungen Ist die Gefahr des Obersprechens groB 

In- der US PS 47273319 ist eine der US PS 4686463 ahnliche Losung beschrieben, wobei hier zur Verminderung der 

Trt'li»i 2525166 wird eine Kontaktsondeneinrichtung nach dem Knickdrahtprinzip beschrieben, bei der in Nuten einer 
Tragerplatte eingebettete KoaxialKabel verwendet werden. Durch das dichte Muster der abisolierien Innenleiter ist jedoch eine 
Kopplung nichtauszuschlieUen. 

In derUS PS 4593243 wird eine Nadelkarte beschrieben, bei der die Hochfrequenzsignalleitungen als Koplanarleitungen 
ausgebildet und geometnsch so geformt sind, dafS ein definierterWellenwidersiand erreicht wird. Die Nadein sind in 
metalhschen Nadelhaltern befesilgt, bzw. die NadeltrSger werden so gestaltet, daB eine Kontaktspiue ausgeformt ist Die 
erreichbare Dichte der Anordnung ist begrenzt. 
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In der US PS 4764723 wird em alternat.verTestkopfvorgestellt, der einen Mehrebenenaufbau mit Polyamid als Isolatorschicht 
aufweis , wobe. die Kontaktierung der Chips direkt an den koplanaren Streifenleitungen erfolgen soil. Der Fertigungsaufwand 
c.nersolchen Losung ist hoch, und hinsichtlich der Kontaklierung sind Probleme nichtzu vermeiden. gsauiwana 
In der D6 OS 370571 4 wird ebenfalls eine alternative Losung angeboten, bei der die Testung mit einem hinsichtlich der 
Bond.nselkonf.gurat.on spiegelbildlich ausgefiihnen Prufchip erfolgt. Der HerstellungsprozeS fur eincn solchen Chip entspricht 
dem des 2u prufenden Chips. 



Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein Testkopf fiir die Funktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen im Waferverband, wobe! eine hohe 
AnschluSrahi und <Jichte, ein gutes Kontaktverhalten und eine verlust- und verzerrungsarme Signalubertragung bei einem 
genngenFertigungs-undJustageaufwandangestrebtv/ird. . » = . 



^ Darlegung desWesens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist die Realisierung eines MeBkopfes fiir die Funktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen im ' 
Waferverband, der zum einen den sicheren elektrischen Komaktzwischen den Bondinsein der Chips und dem Tester und zum 
anderep die verlust- und verzerrungsarme Ubertragung von Hochfrequenzsignalen bei der Testung ermoglicht. 
Qegenuber den bekannten technischen Losungen wird eine hohe AnschluBzahl und -dichte sowie ein verringerter Aufwand fur 
die Fertigung und die Justage angestrebt 

ErfindungsgemaB besteht die Vorrichtung aus einem MeBadapter mit einem ebenen einseitig metallisierten rechteckigenTrSger 
mit rechteckiger Mtttenaussparung aus isolierendem Material, dessen Metallisierung die Masseflache des MeSadapters bildet 
Auf der Unterseite des Tragers ist eine Vielzahl als Koplanarleitung ausgebildeter Sondenstreifen aufgebracht. Die inneren 
. Enden der Sondenstreifen ragen in die rechteckige Mittenaussparung des TrSgers hinein und sind entsprechend der 
Bondiiisellconfiguratron der anzutastenden Einheit als Kontaktspiteen nach unten abgewihkelt. Die als Masseieitungen 
«''ene"a«n Sondenstreifen sind mittetsOurchkontaktieningen mit der Masseflache verbunden 

DerMe^dapter Ist elektrisch leHend auf der Horizontalflache eines pyramidenstumpfformigen Formstucks, das entweder auf 
^•^■•'■•■^""■f''^,?Sf-!S«?>« '^flSB.i^n 'St odervollig aus Metall besteht, aufgebracht Auf den Seitenflachen des Formstucksisteine • 
^M:0''^'Wf^f'^!^^J^P^^*°^ .«H« Yi«r.!^«i='seitig metallisierten Plansn aiis isolierendem Material aufgeiarachi. Die obere Metallisierung 
j^.., ;^^,p;sta sMa^efl^che ausgebildet und ist uber das Formstuck mit der Masseflache elektrisch verbunden. Die untere Metallisierung 

ausgebildet und innen mit den Sondenstreifen kontaktien.,Mittels Durchkontaktierungen erfolgt eine 
^§;2£pJ?y?™"'^""9^^^H^ auBerenEnde wird der Innenleiter der 

: - dem Innenleiter eines Koaxialsteckverbinders kontaktiert, der mit seinem Gehause auf der 

-^V ^ , . 

. . r & ,.'^V.?*'*''rungsbeispiele ,. .. 
■ f;.:-. .AnhandderFiguren 1 bisSwe^^ 

^ij-- Fig.l: Ansicht der Vcrrichtung von der Waferseite .. 

^ "Fig.2; Schnittdarstellung der Vorrichtung 

ffi Fig.3: Schnittdarstellung der Verbindungsstelle 

g :.MeSadapter-AnschluBkonfiguration ' ,.■ 

Rg.4: Schnittdarstellung der Verbindung 
' ■ ■■■^ ■ ' ■ Koaxialsteckyerbind^ •■ ;• ' ■ " • ' 

Fig.5: Ansicht der Verbindungsstelle 

Koaxialsteckverbinder- Platte von der Waferseite. 

1. Ausgangspunkt ist die Bondinselkonfiguration der zu testenden Einheit als Grundlage furden Entwurf und der folgenden 
^f'lawonenfertigung fOr die fotolithografische Strukturierung. Die Sondenstreifen 2 werden aus einem einheitlichen Trager, 
einerMetallfolie/fotohthografisch strukturiertundauf einem TrSger 1 aus einseitig metallbeschichtetem 
Leiterplattenbasismaterial, yorzugsweise Cevausit, das mit entsprechenden Durchkontaktierungen versehen wurde 
cZT'",'^'^ " T*'^*'^"'''^'" '^'''^^ Abwinkein der inneren Enden bearbeitet. Fur die Herstellung der Platten findet ebenfalls 
cevausit verwendung, entweder beidseitig kaschiert oder unkaschiert. Je nach Ausgangsmaterial erfolgt die Strukturierung 
■ v«M,^^'r^ t'*"."!®" " entsprechenden Durchkontaktierungen mittels Subtraktiv-i Semiadditiv- oder 

SoSt lrlfft f L ^f^'^^P^^' iJ"*^ die Platten 3 werden so auf einem metallischen FormstQck 6 angeordnet. daB die 
zwisch^n Fnl.^Tc . uberlappend kontaktiert werden konnen. Die elektrisch leitende Verbindung 

d7eiuBer!n pTh» / Mfsseflache 7 und Masseflache 8 wird durch Verkleben mit einem leitfahigen Kleber realisiert. Auf 
Das Gehlu^-THi 1^ f "^^^ Koplanarleitungen 4 wird der Innenleiter 9 eines Koaxialsteckverbinders 5 aufgelotet, 

vc.bund^n '^°3'"^'««ckverbinders 5 ist mechanisch und elektrisch durch Loten mit der Masseflache 8 der Platie 3 

Als'wironTS^^^ 

Mctallobschciduno und an" hr^^^^ Strukturen kann h.er z.B. mit Dunnschichttechnik oder mit chemisch-reduktiver 
nichi. ^ ^""'"'^'^'^"'^'^^Struk-.unerunggearbeitetwerden.DerprinzipielleAufbauandensichiedochdadurch 
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